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【はじめに】Liu と Cohen による結晶性窒化炭素b-C3N4[1]発表以来、窒化炭素の合成が数多行わ

れてきたが、sp3C結合のみで化学量論組成比 C:N=3:4を満たす固体の合成は未だ難しい。そこで

本研究では、窒素含有量と sp3C-N結合量の両方を同時に向上させることを目的に、スパッタター

ゲット近傍の窒素ガス圧を高めた、圧力勾配式反応性高周波マグネトロンスパッタ法を用いて、

アモルファス窒化炭素（a-CNx）薄膜の作製を試み、その化学結合状態を X線光電子分光法（XPS）、

軟 X線発光分光法（SXES）、吸収端近傍 X線吸収微細構造分光法（NEXAFS）を用いて解析した。 

【実験方法】a-CNx薄膜は、反応性高周波マグネトロンスパッタリング法により作製した。原料に

は、窒素ガスおよび高純度グラファイトを用いた。チャンバー内の圧力を 16 Paに固定し、ガス導

入経路を①ターゲット近傍および②基板−ターゲット間の中央の 2種類で成膜をおこなった。①の

場合の試料を GP、②を CSと表記する。投入電力は、85、130、200、300 Wとした。XPS測定に

は、AXIS-ULTRA(Shimadzu) を用いた。線源はモノクロ Al-Ka線 (1486.6 eV) である。SXES測定

には走査型電子顕微鏡（SEM, JEOL JSM6480LV）に搭載した SXES装置を用いた[1]。NEXAFS測

定にはニュースバル放射光施設 BL09長尺アンジュレーター分光ビームラインを用いた。 

【結果】SXEスペクトルから得られた sp3-sと sp2-sの比

率は、GP試料において高い傾向が見られた。しかしな

がら、XPS の C1s および N1s の面積比から算出した組

成比 N/C には圧力勾配の有効性は見出せなかった。ま

た、いずれの試料においても電力が高くなるに従い、

N/Cの減少が見られた。NEXAFSでは、図 1に示すよう

に、85 Wで作製した GPと CSのスペクトルに明確な違

いが観測され、さらに GPの試料では、電力が高くなる

に従い 286.6 eVおよび 289.7 eV付近のピークが顕著に大きくなることがわかった。 
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図 1. 85 W で作製した a-CNx 薄膜の

NEXAFSスペクトル 
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